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Opis:

Proces degradacji krysztatow rozpoczyna sie, gdy inkluzje lub defekty sieci absorbujg swiatto
DUV dwufotonowo (TPA). W nastepstwie powstajg centra barwne, ktére wydajnie absorbujg swiatto
jednofotonowo. Gdy fonony sieci krystalicznej nie sg w stanie odbiera¢ energii z centréw barwnych,
centra zaczynajg emitowac promieniowanie w jeszcze gtebszym ultrafiolecie, powodujac fotojonizacje
sieci krystalicznej i jej zniszczenie. W przypadku niektdrych krysztatédw przed zniszczeniem wystepuje
efekt fotorefrakcyjny: wygenerowany przez TPA tadunek rozktada sie nierédwnomiernie w krysztale, a
powstate réznice potencjatu powodujg niejednorodnosci wspdtczynnika zatamania (efekt Pockelsa)
i psucie sie profilu przestrzennego wigzki. Wydajnos¢ procesu TPA zalezy od jakosci krysztatéw i moze
zmienia¢ sie w zaleznosci od producenta. Obecnie nieznane sg doktadne parametry wystepujgcych
procesow, takie jak: czas zycia centrow barwnych, wydajnos¢ ich absorpcji, oraz czas zycia tadunkéw
powodujgcych efekty fotorefrakcyjne(1-100 ms). Bez posiadania informacji na ten temat nie jest
mozliwe symulowanie tych efektéw i dobdr odpowiednich technik mitygacji tych zjawisk. Na podstawie
dotychczasowych doswiadczen wiadomo, ze wydajno$¢ TPA mozna zmniejszaé przez podgrzewanie
krysztatéw. Innym rozwigzaniem moze by¢ przyktadanie do krysztatu napiecia elektrycznego.

Projekt pozwoli na zbadanie, identyfikacje oraz pomiar czynnikéw, ktore sg kluczowe z punktu
widzenia efektywnej generacji w zakresie promieniowania DUV, przyczyniajac sie do znacznego
postepu zaréwno w sferze badan aplikacyjnych jak i badan podstawowych. Zaawansowane modele
matematyczne opracowane w oparciu o wykonane eksperymenty pozwolg na przeprowadzenie
symulacji numerycznych pozwalajgcych na lepsze zrozumienie proceséw zachodzgcych w krysztatach
podczas generacji DUV, a zatem na ich lepszg kontrole. Dzieki temu mozliwe bedzie opracowanie
nowatorskich zoptymalizowanych systemdw laserowych emitujacych w zakresie DUV.

Cel projektu:

Wytwarzanie ultrakrétkich impulséw DUV (Deep Ultraviolet) stanowi wyzwanie: krétka
dtugos¢ fali (<300 nm) i bardzo duza moc szczytowa (do 100 MW) sprawia, ze wiekszo$¢ materiatow
ulega degradacji w interakcji z impulsami. Odpowiada to za krétki czas zycia i ograniczong stabilnos¢
mocy laseréw UV.

Obecnie impulsy DUV generuje sie przede wszystkim przy wykorzystaniu parametrycznych
procesOw mieszania trzech fal swiatta w krysztatach nieliniowych[1],[2],[3],[4]. Wszystkie z okoto 30
krysztatéw [5] uzywanych w tym celu charakteryzuje sie ograniczong odpornoscig na promieniowanie
DUV.

Pomiary, wykonane w ramach pracy doktorskiej, pozwolg na znalezienie przyczyn degradacji
krysztatéw, opracowanie modeli teoretycznych umozliwiajagcych przewidywanie proceséw
zachodzacych w krysztatach podczas generacji DUV i budowe stabilnych, niezawodnych systemodw
laserowych.
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Wymagania:
- szeroka wiedza z zakresu optyki;
- doswiadczenie w pracy z laserami generujgcymi ultrakroétkie impulsy laserowe
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